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   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/14     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
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   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｆ
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   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　
   Ｇ０９Ｆ    9/00     ３３８　
   Ｇ０２Ｆ    1/1368   　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月25日(2015.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタを有し、
　前記トランジスタは、酸化物半導体膜にチャネル形成領域を有し、
　前記酸化物半導体膜は、ハロゲン元素濃度が５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であ
る領域を有する半導体装置。
【請求項２】
　トランジスタを有し、
　前記トランジスタは、酸化物半導体膜にチャネル形成領域を有し、
　前記酸化物半導体膜は、塩素元素濃度が５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下である領
域を有する半導体装置。
【請求項３】
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　請求項１又は請求項２において、
　前記トランジスタは、ソース電極層及びドレイン電極層を有し、
　前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層は、前記酸化物半導体膜のチャネル幅方向の
端部を覆っている半導体装置。
【請求項４】
　トランジスタを有し、
　前記トランジスタは、酸化物半導体膜にチャネル形成領域を有し、
　前記トランジスタは、ソース電極層及びドレイン電極層を有する半導体装置の作製方法
であって、
　前記酸化物半導体膜上方に導電膜を形成し、
　前記導電膜を、ハロゲン元素を含むエッチングガスを用いたプラズマ処理により加工し
て、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層を形成し、
　前記酸化物半導体膜に不純物除去処理を行い、前記エッチングガスに含まれる元素を除
去する半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　前記不純物除去処理を行った前記酸化物半導体膜表面における塩素濃度を５×１０１８

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする請求項４に記載の半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　前記不純物除去処理として、酸素プラズマ処理又は一酸化二窒素プラズマを行う請求項
４又は５に記載の半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　前記不純物除去処理として、希フッ酸溶液による洗浄処理を行う請求項４又は５に記載
の半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　前記不純物除去処理として、酸素プラズマ処理又は一酸化二窒素プラズマを行った後、
希フッ酸溶液による洗浄処理を行う請求項４又は５に記載の半導体装置の作製方法。
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